E DIN EN 17322:2018-12 (D/E)

Erscheinungsdatum: 2018-11-09

Umweltrelevante feste Matrizes - Bestimmung von polychlorierten Biphenylen (PCB)
mittels Gaschromatographie und massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) oder
Elektronen-Einfang-Detektion (GC-ECD); Deutsche und Englische Fassung prEN
17322:2018

Environmental Solid Matrices - Determination of polychlorinated biphenyls (PCB) by
gas chromatography - mass selective detection (GC-MS) or electron-capture
detection (GC-ECD); German and English version prEN 17322:2018
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